
図 1 成膜圧力による O/Si比および Ar/Si比の変化 図 2 成膜レートによる O/Si比および Ar/Si比の変化 
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【はじめに】我々は、Si系新半導体材料としての Siクラスレートを得ることを目的として、新し

い希ガス内包 Siクラスレートの合成を試みてきた。理論的には、比較的原子半径が大きい希ガス

(Ar, Kr, Xe)が混入した、低密度な Siネットワークを形成した a-Siを熱アニールすることで、準安

定な希ガス内包 Si クラスレートが得られると考えられる。我々は今までに、Kr 濃度が Si に対し

て 20 at.%と希ガス含有量が高い Si
x
Kr

1-x
薄膜をスパッタにより成膜することに成功したが、熱ア

ニールによるクラスレート化を確認できなかった。この原因として、試料の酸素含有量が高くア

ニールによる Siクラスターの生成が阻害されている可能性が考えられた。そこで、既存の装置よ

り背圧を高めたスパッタ装置を新しく構築して成膜を行った。 

【実験】希ガス混合 Si薄膜の成膜には、新しく構築した高周波マグネトロンスパッタ装置を用い

た。スパッタガスには純度 5N の Arを用い、ターゲットには純度 5N の単結晶 Siを用いた。成膜

は、流量を 10 sccmで固定し、成膜圧力および投入電力を変化させて行った。 

【結果】投入電力 100 Wで成膜した試料の成膜圧力による Ar/Si比およびO/Si比の変化を EDX(加

速電圧 10 kV)で分析した結果を図 1に示す。この図では成膜レートは一定でない。また、圧力 5 Pa

で成膜した試料の成膜レートによる Ar/Si 比および O/Si 比の変化を図 2 に示す。両グラフから、

酸素の混入量は成膜圧力と成膜レートの両方に依存し、低圧かつ高成膜レートであるほど酸素濃

度を低減できると考えられる。図 1において、Ar/Si比は成膜圧力が 2 Pa以下では 8 %と高く、こ

のとき O/Si比は 2 %程度と低い。EDX 分析で電子の加速電圧を 5 kV とすると、Ar/Si比は約 11 %

と高い値となる。これは、加速電圧が高いと基板の Si 成分を含んだ Ar/Si 比になるからである。

当日は、熱アニールによるクラスレート化を試みた結果も合わせて詳細を報告する。 
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